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【手続補正書】
【提出日】平成23年5月3日(2011.5.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置の作製方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
以上の工程で、支持基板１２５が、図１（Ｂ）のような構造にて形成される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
回路設計情報１２１は、電気特性バラツキを減らしたいトランジスタの優先順位の情報を
含む。そのため前記欠損領域内にチャネル方向の異なるトランジスタが存在している場合
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、前記優先順位に従いレーザ照射時の走査の方向を決定する。すなわち図３（Ａ）のシリ
コン層欠損領域５５－１～５５―ｎを、第一の方向１６２あるいは第二の方向１６５にて
照射すべきであることを決定する。但し、シリコン層欠損領域５５－４内には半導体素子
は形成されないため、レーザ照射を行う必要が無いと決定することができる。特定のシリ
コン層欠損領域に対してレーザ照射を省略することで、処理時間を短縮することができる
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶半導体基板および支持基板を用意し、
　加速されたイオンを前記単結晶半導体基板に照射することで、前記単結晶半導体基板の
表面から所定の深さに脆化領域を形成し、
　前記支持基板または前記単結晶半導体基板の少なくとも一方に接合層を形成し、
　前記接合層を介して前記支持基板と前記単結晶半導体基板を貼り合わせることで、前記
支持基板に前記単結晶半導体基板を固定し、
　加熱によって前記脆化領域に亀裂を生じさせ、前記単結晶半導体基板を分離することに
より、前記単結晶半導体基板から分離された単結晶半導体層を前記支持基板上に設け、
　前記単結晶半導体層が前記支持基板上に設けられていない欠損領域に、非単結晶半導体
層を形成し、
　レーザにより前記非単結晶半導体層を結晶化し、結晶質半導体層とし、
　前記単結晶半導体層と前記結晶質半導体層とが同一上面を有するように平坦化を行い、
　前記結晶質半導体層または前記単結晶半導体層を用いた半導体素子を形成することを特
徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　単結晶半導体基板および支持基板を用意し、
　加速されたイオンを前記単結晶半導体基板に照射することで、前記単結晶半導体基板の
表面から所定の深さに脆化領域を形成し、
　前記支持基板または前記単結晶半導体基板の少なくとも一方に接合層を形成し、
　前記接合層を介して前記支持基板と前記単結晶半導体基板を貼り合わせることで、前記
支持基板に前記単結晶半導体基板を固定し、
　加熱によって前記脆化領域に亀裂を生じさせ、前記単結晶半導体基板を分離することに
より、前記単結晶半導体基板から分離された単結晶半導体層を前記支持基板上に設け、
　前記単結晶半導体層上及び前記単結晶半導体層が前記支持基板上に設けられていない欠
損領域に非単結晶半導体層を形成し、
　レーザにより前記欠損領域に形成された前記非単結晶半導体層を結晶化し、前記欠損領
域に形成された前記非単結晶半導体層を結晶質半導体層とし、
　前記単結晶半導体層と前記結晶質半導体層とが同一上面を有するように平坦化を行いつ
つ、結晶化されなかった前記非単結晶半導体層を除去し、
　前記結晶質半導体層または前記単結晶半導体層を用いた半導体素子を形成することを特
徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記欠損領域の位置情報と回路設計情報とに基づいて、前記レーザの照射領域を決定し
て、前記結晶質半導体層を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
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　前記非単結晶半導体層を結晶化する工程において、前記レーザは前記支持基板上の第１
の方向に走査した後、前記第１の方向と異なる第２の方向に走査し、前記非単結晶半導体
層を結晶化することを特徴とする半導体装置の作製方法。
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